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になった。しかし、市販されている SiC MOSFET においても、低いチャネル移動度と、素子にストレスを
印加した際のしきい値電圧の変動が大きな問題となっている。SiC MOS デバイスにおけるこれらの問題
は、SiO2/SiC 界面における高密度の界面トラップが主原因であると考えられてきた。特に、SiO2/SiC 界












第二章においては、伝導帯付近の NIT を解析するためのアプローチとして、従来は InGaAs 基板上
の絶縁膜のモデリング手法として用いられてきた分布定数回路モデルを SiC MOS デバイスに適用する
ことが提案されている。このモデルにおいては、InGaAs 上の MIS 構造に対して、蓄積状態における容
量-周波数(C-f)特性・コンダクタンス-周波数(G-f)特性の周波数依存性を説明するために、界面近傍の絶
縁膜中に存在するトラップを仮定し、それを分布定数回路のアドミッタンス成分で表現している。まず、




ら指数関数的に NIT 密度が分布していると仮定したところ、C-f・G-f 特性の周波数依存性をよく説明で
きることが明らかとなった。ドライ酸化により作製した MOS キャパシタに加え、ドライ酸化後の NO アニー
ル時間を変化させたサンプルを評価し、NO アニールの時間が長くなるほど NIT の密度は減少すること
が示されている。 
第三章においては、分布回路定数モデルによる解析において仮定された指数関数的 NIT 分布の妥























審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
 本論文は、SiC MOSFETの特性劣化の原因のひとつと考えられるNITをモデリングし、解析する手
法について議論したものである。分布定数回路モデルを SiC MOS界面に適用することで NITのモデリ
ングが可能であることを示したことは今後の SiC MOSFETの界面トラップ密度を低減し、デバイス特性改





























 平成 30 年 8 月 9 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席の
もと、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員に
よって、合格と判定された。 
 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
 
 
